
XXXII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJZawody II stopniaZadania dla grupy elektryczno-elektronicznejZadanie 1Przewód zasilaj¡cy sie¢ trakcyjn¡ tramwajow¡ wyprowadzony jest z podstacji zasilaj¡cej onapi¦ciu 660 V pr¡du staªego. Ma on dªugo±¢ 3; 75 km, a jego rezystancja jednostkowa wynosi0; 18 
=km. W odlegªo±ci 0; 75 km od podstacji do ko«ca przewodu zasilaj¡cego wzdªu» niegobiegnie linia tramwajowa. Przewód jezdny tej linii ma rezystancj¦ jednostkow¡ 0; 22
=km i jestpoª¡czony z przewodem zasilaj¡cym w punkcie 0; 75 km i 3; 75 km, a mi¦dzy tymi punktami co0; 5 km. Przyjmujemy rezystancj¦ tego poª¡czenia równ¡ 0 
. Przyjmujemy tak»e rezystancj¦szyn zamykaj¡cych obwód równ¡ 0 
.W odlegªo±ci 1; 5 km i 3 km od podstacji znajduj¡ si¦ dwa tramwaje doª¡czone przez pan-tografy do przewodu jezdnego. Wyznacz zakresy zmian napi¦cia na obu tramwajach (mi¦dzypantografem a szynami), je»eli pobór pr¡du ka»dego z nich mo»e si¦ zmienia¢ w granicach od0 do 300 amperów. Autor: T. MacioªekKoreferent: S. WincenciakZadanie 2
Partnerem Olimpiady jest �rma Polkomtel S.A. operator sieci Plus GSM1



Dla ukªadu falownika póªmostkowego wyznacz warto±ci i narysuj przebiegi w czasie pr¡-dów zaznaczonych na schemacie przedstawionym na rysunku, a pªyn¡cych przez: kondensatory,ª¡czniki, obci¡»enie i zasilacz. �¡czniki S1 i S2 zwieraj¡ na przemian z cz¦stotliwo±ci¡ f0 iwypeªnieniem 50% (przez póª okresu S1 jest zwarty, S2 rozwarty, przez pozostaªe póª okresuodwrotnie). Napi¦cie zasilacza wynosi E = 350V, a rezystancja obci¡»enia R0 = 35
. Przyjmij,»e kondensatory C1 i C2 s¡ jednakowe i maj¡ bardzo du»e warto±ci pojemno±ci (mo»na nawetzaªo»y¢ C1 = C2 �!1). Autor: J. MatysikKoreferent: R. BarlikKoreferent: K. MikoªajukZadanie 3Oblicz jak zmieniaj¡ si¦ wspóªrz¦dne punktu pracy tranzystora T2 w przedstawionym narysunku ukªadzie, je»eli warto±¢ rezystancji RC zmienia si¦ w przedziale od RCA = 1 k
 doRCB = 8 k
.Do oblicze« przyjmij napi¦cie zasilaj¡ce UCC = 10 V, napi¦cie kolektor-emiter tranzystoraT1 UCE1 = 643 mV, warto±¢ rezystancji R = 10 k
. W ukªadzie zastosowano dwa identycznetranzystory typu 2N2222, dla których w temperaturze t = 27�C mo»emy zapisa¢ zale»no±¢opisuj¡c¡ charakterystyk¦ wej±ciow¡IB = f �UBE� = IBS � e0@UBEn UT 1A ;gdzie IBS = 43; 9 pA, n = 2, UT = 25; 9 mV.
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